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ВВЕДЕНИЕ 
Производство и применение полупроводниковых материалов неотделимо 

от истории развития электроники как науки и электронной техники как 

важнейшей части жизни современного человека. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/302126
http://rucont.ru/efd/302126
http://rucont.ru/efd/302126
http://rucont.ru/efd/302126

